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к видимым изменениям в спектрах ИК-отражения, что свидетельствует о стабильности структурно-хи-
мического состава ди электрических слоев. Отдельно отметим, что зарегистрировать сигнал от водорода 
или связей Si — H и N — H использованными методами не удалось, вероятнее всего, из-за слишком малой 
толщины пленок и (или) концентрации водорода ниже уровня обнаружения. Кроме того, выбранные 
параметры осаждения методом ICP-CVD (высокие значения температуры осаждения и мощности плаз-
менного источника, применение в качестве прекурсора N2 вместо NH3) способствуют формированию 
пленок с низким содержанием водорода [15–17]. Тем не менее наблюдаемые изменения оптических 
параметров можно объяснить наличием связей Si — H в пленках и их трансформацией под действием 
УФ-облучения в более устойчивые связи Si — N, Si — O и Si — O — H, что сопровождается уменьшением 
отражательной способности пленок [18–20]. Рост показателя преломления при снижении концентрации 
водорода в пленках нитрида и оксида кремния продемонстрирован в работах [21–23]. Таким образом, 
увеличение показателя преломления под действием УФ-облучения в проведенном эксперименте можно 
связать с уменьшением концентрации связанного водорода в пленках.

Рис. 3. Спектры ИК-отражения образцов SiNx (а), SiOx (б ), SiOx Ny (в) 
до и после УФ-воздействия

Fig. 3. Infrared reflectance spectra of SiNx (а), SiOx (b), SiOx Ny (c) samples  
before and after UV exposure


